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《超高纯镉》产品标准编制说明
1、 任务来源及计划要求

1. 任务来源
根据中国工信厅科[2014] 114号文件的任务要求，委托峨嵋半导体材料研究所对2014-1426T-YS《超高纯镉》产品标准进行制定，要求在2015年内完成。
2．制定单位概况
   峨嵋半导体材料研究所是1964年10月以原冶金部有色金属研究院338室和沈阳冶炼厂高纯金属车间为主组建的我国第一家集半导体材料科研、试制、生产相结合的大型企业，是有色工业重点骨干企业,是国家242所重点科研院所之一，每年承担多项国家及军工重点科研专题项目。

    峨嵋半导体材料研究所是四川省“高新技术企业”和省级“企业技术中心”，“国防科工委功能晶体材料加工技术应用中心”“国防科技工业先进技术研究应用中心（晶体材料加工）”主要依托单位。先后为我国电子信息、能源交通、机械电力等许多工业部门和研究领域提供了相关的半导体材料。同时向我国洲际导弹、海上发射运载火箭、人造卫星、北京正负电子对撞机及神舟5号、6号飞船等提供了关键材料，为我国国防事业做出了重要贡献，多次受到党中央、国务院、中央军委及中央相关部委的通报表彰。

峨嵋半导体材料研究所从事高纯金属及化合物的科研、试制、生产已经近50年，目前已完成二十余种元素材料和几十种化合物材料的生产工艺研究，形成多条产品生产线，工艺技术先进，技术基础优势明显，产品质量水平国内领先，为推动我国化合物半导体的应用研究和发展作出了贡献。高纯镉的工艺研究和生产试制始于上世纪60年代初，经过多年的研究发展，高纯镉生产规模也逐年扩大，产品纯度从5N不断提高到7N，现有高纯镉生产线工艺先进，技术成熟，产品质量稳定，可以满足Ⅱ－Ⅵ族化合物半导体如CdTe、CdS、CdSe及CdHgTe、CdZnTe等的制备,这些化合物用于制作红外窗口、发光二极管、电子照相感光体、薄膜太阳能电池、磷光体、场致发光器件以及红外探测器等，镉具有较大的中子吸收能力，可以用做核反应堆的控制器及屏蔽材料，多年来为国内的有关科研院所提供了大量的优质高纯度材料。
同时峨嵋半导体材料研究所具备国内领先的检测设备，拥有辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收光谱仪、紫外分光光度仪、极谱仪、气相色谱仪等多种分析设备，产品分析检测体系完善，具备完成多种高纯元素材料分析检测的能力，并多次主持和参与国家及行业有关标准的制定和修订。
二、编制过程
1. 产品标准编制原则

《超高纯镉》产品行业标准包括三方面要求，一方面新标准应力求达到较先进的标准水平，满足和保证行业应用的技术发展需要，另一方面也应结合我国材料工业实际生产水平，同时根据产品使用者的意见反馈，正确兼顾好彼此之间的关系，追求技术的先进性、指标的合理性和严谨性的统一。

本标准在制定中主要遵循以下原则：
· 科学性和技术先进的原则；
· 可行和严谨的原则； 

2. 工作分工

根据标准在制定中遵循的原则，项目小组为保证其科学性、严谨性、先进性做了如下分工：

· 调研超高纯镉行业的生产概况及工艺技术水平

· 调研超高纯镉痕量分析水平

· 调研超高纯镉产品标准

· 走访超高纯镉用户，总结意见反馈

3. 征求意见单位


   中国兵器工业集团第211研究所、中国电子科技集团第11研究所

4. 主要工作过程和工作内容
2014年，在中国有色金属标准化技术委员会组织下，成立了以峨嵋半导体材料研究所为主的标准制定小组。在所领导的关心支持下，制定小组随即开展了有关资料、信息收集和调研工作。标准制定小组经过认真调查、分析国内外高纯镉生产技术及分析检测手段，走访了国内高纯镉的主要用户，在综合研究、分析、整理数据的基础上，对技术要素、性能指标等进行了确立。
2014年10月，调查分析国内外本行业的生产概况及工艺技术水平及国内高纯镉痕量分析水平，同时走访高纯镉用户，进行产品质量信息收集。
2015年2月，调查分析国内外高纯镉产品标准，以严谨的科学态度确定数据，完成本标准的工作组讨论稿。
三、调研情况
1.     镉在地壳中的含量按重量记为6×10-5%，属稀有元素，是生产锌精矿和铅精矿时的副产品，一般情况锌精矿镉品位为0.2-0.3%。
2. 高纯镉的生产概况及工艺技术水平。

根据美国地质勘探局（USGS）的统计数据，镉的生产国主要集中在美国、中国、日本、加拿大、哈萨克斯坦、墨西哥、俄罗斯等。在中国主要生产企业分布在辽宁葫芦岛、湖南株洲、广东韶关、贵州六盘山、云南大理和兰坪等地。中国是世界上最大的镉消费国和进口国之一。

峨嵋半导体材料研究所从事高纯镉的研制已有四十多年的历史，生产科研试制体系完善。镉产品规格有5N、6N、7N三种。2011年峨嵋半导体材料有限公司生产的高纯镉出口韩国，得到了用户的高度评价和认可，实现了产品零出口的突破。
3. 
超高纯镉分析水平

镉中杂质元素的含量直接影响着镉的质量，超高纯镉中各杂质元素的测定在镉工业中也显得越来越重要。超高纯镉中杂质元素的测定一般采用最先进的辉光放电质谱法。
4、用户意见反馈
   中国兵器工业集团第211研究所、中国电子科技集团公司第11研究所用作碲化镉、红外探测器材料、红外光学材料及镀膜材料，用于国家航空航天器件上。几年来对我所质量较满意，未提出过质量异议。
四、主要技术内容
1. 超高纯镉外观质量：产品为锭状或棒状，银白色，表面光滑，无气孔。
2. 技术参数见下表：

	牌号
	杂质元素
	杂质含量，不大于，0.1×10-4%

	Cd-07
	Ag
	0.005

	
	Al
	0.005

	
	Cu
	0.005

	
	Fe
	              0.005

	
	Mg
	0.005

	
	Ni
	0.005

	
	Pb
	0.005

	
	Sn
	0.005

	
	    Ca
	              0.005

	
	    Cr
	              0.005

	
	    Bi
	              0.005

	注：用户对其它杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。


五、验证的情况与结果
   峨嵋半导体材料研究所镉专题近几年来的Cd－07产品均达到本标准水平，用户反映情况良好，无异议。
六、与国外同类标准水平的对比分析
从调研情况看，由于产业规模小，许多国家都没有制定相应的行业标准和国家标准。

本标准将是我国目前水平较高的超高纯镉产品标准，能满足我国半导体光电技术发展的客观要求，既代表了我国高纯金属工业技术发展的先进性水平，又兼顾我国现阶段的具体实际。本标准实施后，将有助于进一步提高我国超高纯镉生产水平及产品的检测技术水平，保障行业需求，也有利于将我国的超高纯镉产品推向国外市场，提高企业的经济效益。
七、与现行法规、标准的关系
本标准不违反国家现行的有关法律 、法规的规定。
八、实施标准的要求和措施的建议
本标准适用于以99.99%镉为原料，经真空蒸馏、拉晶工艺制备的99.99999%超高纯镉。由于生产工艺不同，会造成产品标准技术指标的差别。

Cd－07产品化学成分的分析方法按《YS/T917-2013 高纯镉化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法》进行分析，分析方法的差异仪器、分析设备及使用化的耗材和操作者不同，仪器本身的硬件参数设定不一致，加之为达到的分析灵敏度仪器调试的参数不同，因此样品的检测结果会有一定差异。
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